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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	2002:
	Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα: «Επίδραση ακτινοβολιών σε δομές με διδιάστατο ηλεκτρονικό αέριο (2DEG)»

	1989:
	Πτυχίο από το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας ασχολήθηκα με τη μελέτη των φαινομένων μεταφοράς στα στερεά και την αναλυτική επίλυση της εξίσωσης μεταφοράς του Boltzmann, με τη μέθοδο της γραμμικοποίησης, στην προσέγγιση του χρόνου εφησυχασμού. 

Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής μου μελέτησα συστηματικά την συμπεριφορά των ιδιοτήτων σύνθετων ημιαγωγών III-V και των διατάξεων που βασίζονται σε αυτούς τους ημιαγωγούς. Ο στόχος της διατριβής ήταν η μελέτη της αξιοπιστίας των διατάξεων όταν λειτουργούν σε «εχθρικά» περιβάλλοντα ακτινοβολιών, ιονιζουσών και μη. Εργάστηκα στα προγράμματα ΠΕΝΕΔ 87ΕΔ91, «Μελέτη επίδρασης ακτινοβολιών σε επιταξιακά στρώματα GaAs» (1989-91), EORAD, «Radiation Effects in HEMTs» (1990-92) και Πρόγραμμα Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδος-Σλοβακίας, «Μελέτη επίδρασης δεσμών ιόντων στον ημιαγωγό GaAs» (1994-96) όπου απέκτησα σημαντική ερευνητική εμπειρία. 

Μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής και μέχρι σήμερα συμμετέχω στην ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Ημιαγωγικών Διατάξεων, του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, του Αριστοτέλειου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Η ερευνητική μου δραστηριότητα εστιάζεται στη μελέτη των ιδιοτήτων διατάξεων Si (MOSFET, τρανζίστορ λεπτών υμενίων-TFT), μικροκυματικών διατάξεων (SiC) καθώς και νανοδιατάξεων (δίοδοι Schottky κβαντικών σημείων Quantum Dots). ‘Εχω συμμετάσχει στα ερευνητικά προγράμματα «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ» και «Βελτιστοποίηση της απόδοσης και αξιοπιστία φωτοανιχνευτών μακρού υπερύθρου και κβαντικών σημείων InGaAs στο GaAs». Επιπρόσθετα υλοποίησα την τεχνική άντλησης φορτίου (charge pumping), με χρήση του γραφικού περιβάλλοντος LabVIEW (G-Language), με χρηματοδότηση απ’ το πρόγραμμα Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών του ΙΚΥ.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

	01/12/2003-30/11/2004:
	Μεταδιδακτορική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες, ΙΚΥ: 
“Ανάπτυξη της πειραματικής τεχνικής άντλησης φορτίου για τη μελέτη παγίδων διεπιφάνειας σε τρανζίστορ λεπτών υμενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου”, μεταδιδάκτορας υπότροφος

	14/02/2005-31/08/2006:
	ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: 
Μελέτη και ανάπτυξη μοντέλων τρανζίστορ TFT’s – Σχεδιασμός και ανάπτυξη συσσωρρευτών ιόντων Li για την τροφοδοσία τους, κύριος Μεταδιδάκτορας. 
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Δημητριάδης, Καθηγητής

	01/12/2006-15/03/2008:
	Διακρατική συνεργασία Ελλάδας – Ν. Κορέας: 
Βελτιστοποίηση της απόδοσης και αξιοπιστία φωτοανιχνευτών μαρού υπερύθρου, ερευνητής

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Δημητριάδης, Καθηγητής

	01/01/2008-31/12/2008:
	ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: 
Κεντρικές Δράσεις – Γενικά, ερευνητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Περικλής Λατινόπουλος, Καθηγητής

	
	


ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
	01/12/2003-30/11/2004:
	Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, στα πλαίσια του προγράμματος Μεταδιδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα (2003-2004), στον τομέα Φυσικής. Το πρόγραμμα είχε τίτλο: «Ανάπτυξη της πειραματικής τεχνικής άντλησης φορτίου για τη μελέτη παγίδων διεπιφάνειας σε τρανζίστορ λεπτών υμενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου»


ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

· Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

· Μέλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – Electron Devices Society

ΑΛΛΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Κριτής στα περιοδικά της Wiley Interscience, Physica Status Solidi (a), Physica Status Solidi (b), Physica Status Solidi (c).
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σε Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ακαδημαϊκό έτος 1997-1998:

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
· Τμήμα Φυσικής. 

· Ανάθεση διδασκαλίας στα Εργαστήρια Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. 
Ακαδημαϊκό έτος 1998-1999: 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

· Τμήμα Φυσικής. 

· Ανάθεση διδασκαλίας στα Εργαστήρια Φυσικής ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός), Φυσικής IV (Κυματική), Φυσικής Στερεάς Κατάστασης. 
Ακαδημαϊκό έτος 2000-2001: 

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

· Τμήμα Φυσικής. 

· Ανάθεση διδασκαλίας στα Εργαστήρια Φυσικής ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός). 
Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004: 

ΤΕΙ Σερρών – ΣΤΕΦ, 
· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική ΙΙ (Θεωρία και Εργαστήριο), ως Επιστημονικός Συνεργάτης 
· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο), ως Επιστημονικός Συνεργάτης. 
Ακαδημαϊκό έτος 2004-2005: 
ΤΕΙ Σερρών – ΣΤΕΦ, 

· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική ΙΙ (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης 
· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης. 
Ακαδημαϊκό έτος 2005-2006: 
ΤΕΙ Σερρών – ΣΤΕΦ, 

· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική ΙΙ (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης 
· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο) και 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων – LabVIEW (Εργαστήριο) ως Εργαστηριακός Συνεργάτης. 
Ακαδημαϊκό έτος 2006-2007: 
ΤΕΙ Σερρών – ΣΤΕΦ, 

· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική ΙΙ (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης 
· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο), 
· Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Εργαστήριο) και 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων - LabVIEW (Εργαστήριο) ως Εργαστηριακός Συνεργάτης. 
Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008: 
ΤΕΙ Σερρών – ΣΤΕΦ, 

· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Υπολογιστικές Μέθοδοι (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης 
· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο), 
· Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Εργαστήριο) και 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων - LabVIEW (Εργαστήριο) ως Εργαστηριακός Συνεργάτης. 
Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009: 
ΤΕΙ Σερρών – ΣΤΕΦ, 

· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Υπολογιστικές Μέθοδοι (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης 
· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο), 
· Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Εργαστήριο) και 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων - LabVIEW (Εργαστήριο) ως Εργαστηριακός Συνεργάτης. 
Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010: 
ΤΕΙ Σερρών – ΣΤΕΦ, 

Χειμερινό Εξάμηνο: 
· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική Ι (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης 
· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης, 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο), 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων - LabVIEW (Εργαστήριο) ως Εργαστηριακός Συνεργάτης. 
Εαρινό Εξάμηνο: 
· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική Ι (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης 
· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης, 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο), 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων - LabVIEW (Εργαστήριο) ως Εργαστηριακός Συνεργάτης. 
Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011: 
ΤΕΙ Σερρών – ΣΤΕΦ, 
Χειμερινό Εξάμηνο:
· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική Ι (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης

· Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων: 
· Φυσική (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης
· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων (Θεωρία), 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Θεωρία), 
· Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης, 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων - LabVIEW (Εργαστήριο)  ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.

Εαρινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική Ι και Φυσική ΙΙ (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης, 
· Φυσική ΙΙ (εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης

· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης, 
· Ηλεκτρικα Κυκλώματα (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.

Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: 
ΤΕΙ Σερρών – ΣΤΕΦ, 

Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική Ι (Εργαστήριο), 
· Αριθμητική Ανάλυση (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης

· Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων: 
· Φυσική (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης, 
· Φυσική (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης
· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.

Εαρινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική ΙΙ (εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης

· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Εργαστήριο), 
· Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.

Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013: 
ΤΕΙ Σερρών – ΣΤΕΦ, 

Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολογίας: 
· Φυσική Ι (Εργαστήριο), 
· Αριθμητική Ανάλυση (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης

· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.

Εαρινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Φυσική ΙΙ (εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης

· Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων: 
· Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης

· Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών: 
· Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Εργαστήριο), 
· Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.
Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014: 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – ΣΤΕΦ, 

Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.

· Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ:
· Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης

Εαρινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Ηλεκτρικά Κυκλώματα (Εργαστήριο), 
· Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – ΣΤΕΦ,
Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.
Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015: 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – ΣΤΕΦ, 

Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.

Εαρινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης, 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων - LabVIEW (Εργαστήριο). 
· Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – ΣΤΕΦ,
Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Ηλεκτρομαγνητισμός (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης.

Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016: 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – ΣΤΕΦ, 

Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Φυσική Ι (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Ψηφιακά Κυκλώματα (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.

Εαρινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης, 
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων - LabVIEW (Εργαστήριο). 
· Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – ΣΤΕΦ,
Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Ηλεκτρομαγνητισμός (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης.
Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017: 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – ΣΤΕΦ, 

Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Φυσική Ι (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον - MATLAB (Εργαστήριο), ως Εργαστηριακός Συνεργάτης.
Εαρινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ:

· Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ - MATLAB (Εργαστήριο), ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος
· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ:

· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης
· Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων - LabVIEW (Εργαστήριο), ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – ΣΤΕΦ,
Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: 
· Ηλεκτρομαγνητισμός (Θεωρία), ως Επιστημονικός Συνεργάτης.
Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018:
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – ΣΤΕΦ, 

Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Φυσική Ι (Εργαστήριο)
· Προγραμματισμός Η/Υ Ι - MATLAB (Εργαστήριο), ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Εαρινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Φυσική ΙΙ (Εργαστήριο)
· Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ - MATLAB (Εργαστήριο), ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας – ΣΤΕΦ, 

Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Φυσική Ι (Θεωρία)
· Φυσική Ι (Εργαστήριο), ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Εαρινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Φυσική ΙΙ (Εργαστήριο)
· Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ - MATLAB (Εργαστήριο), ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020:
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Σχολή Μηχανικών, 

Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Δυναμική 
· Προγραμματισμός Ι (MATLAB), ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Ηλεκτρομαγνητισμός 
· Προγραμματισμός ΙΙ (Python), ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος – Σχολή Μηχανικών, 

Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Στατιστική και Πιθανότητες 
· Προγραμματισμός Ι (MATLAB), ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Χειμερινό Εξάμηνο:

· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: 
· Αριθμητική Ανάλυση 
· Προγραμματισμός ΙΙ (Python), ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014,  το ΤΕΙ Σερρών μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Τα τμήματα του Ιδρύματος φέρουν τους τίτλους: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ (πρώην Τμήμα Μηχανολογίας), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ (πρώην Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφρικής (πρώην Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων και Τμήμα Γεωπληροφρικής).
Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020,  το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μετονομάστηκε σε Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών εντάχθηκε στη Σχολή Μηχανικών.
Σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 :     
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - ΣΤΕΦ
· Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ:

· Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Renewable Energy Systems: Design, Development and Optimization: Applied Thermodynamics
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής  ΤΕ

· Β. Χουρμούζη, Γ. Παπαχρήστος, «Γραφικός προγραμματισμός με το περιβάλλον LabVIEW.Εφαρμογές στην ηλεκτρονική», (ολοκληρώθηκε)

· Π. Τέλος, «Χρήση του πακέτου MS-EXCEL για την επίλυση προβλημάτων. Κατασκευή μοντέλων αριθμητικής επίλυσης με το πρόσθετο (Add-in) Solver. Εφαρμογές στη μικροηλεκτρονική», (ολοκληρώθηκε) 

· Ι. Παρασκευοπούλου, «Χρήση του προγράμματος EXCEL, για την αριθμητική επίλυση μη-γραμμικών προβλημάτων» (ολοκληρώθηκε)

· Χ. Μητσιόπουλος, «Συνδυαστική χρήση των προγραμματιστικών περιβαλλόντων Multisim και LabVIEW, για τη μελέτη της λειτουργίας ηλεκτρονικών διατάξεων» (ολοκληρώθηκε)

· Μ. Ασπρολούπου, Α. Δούμου, «Διαγράμματα ακτινοβολίας κεραιών. Υλοποίηση σε περιβάλλον MATLAB» (ολοκληρώθηκε)

· Π. Συμεωνίδου, «Προσομοίωση της λειτουργίας τελεστικών ενισχυτών και κυκλωμάτων, με χρήση του περιβάλλοντος LabVIEW» (ολοκληρώθηκε)

· Ι. Μούλης, «Προσομοίωση της λειτουργίας εργαστηρίου ηλεκτρονικών μετρήσεων, με χρήση του περιβάλλοντος LabVIEW» (ολοκληρώθηκε)

· Μ. Καρυπίδου, «Τεχνικές στεγανογραφίας και ψηφιακής υδατογράφησης. Υλοποίηση σε περιβάλλον MATLAB» (ολοκληρώθηκε)

· Α. Γερμανού, «Μελέτη της λειτουργίας διατάξεων MOSFET. Ανάπτυξη εφαρμογής με το MATLAB, για την προσομοίωση της λειτουργίας των διατάξεων και την παραμετροποίηση του προβλήματος» (ολοκληρώθηκε)

· Κ. Γκλαβέρης, «Υλοποίηση προσομοιωτή ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε περιβάλλον MATLAB» (ολοκληρώθηκε)

· Χρ. Κατσαβέλης, «Απλολποίηση λογικών συναρτήσεων με τις μεθόδους Karnaugh και Quine-McCluscky, με γραφικό περιβάλλον που υλοποιείται σε MATLAB» (ολοκληρώθηκε)

· Μ. Λιοδάκης, «Εισαγωγή στην τεχνολογία CMOS. Σχεδίαση απλών λογικών κυκλωμάτων και ανάπτυξη μοντέλων για προσομοίωση των κυκξλωμάτων, με χρήση του προγράμματος SPICE» (ολοκληρώθηκε)

· Μαρία Ιωάννα Νουράκη, «Μελέτη αλγορίθμων συνέλιξης και εφαρμογές στη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων» (ολοκληρώθηκε)

· Α. Κασπαρίδης, Ε. Μπομποτά, «Δημιουργία μιας ιστοσελίδας με JOOMLA!» (ολοκληρώθηκε)

· Γ. Στάνγκος, «Ελαχιστοποίηση λογικών εκφράσεων – συναρτήσεων με χρήση πινάκων Karnaugh και με χρήση της μεθόδου Quine-McCluskey. Υλοποίηση σε περιβάλλον LabView (ολοκληρώθηκε).
6 πτυχιακές σε εξέλιξη.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

· Ο. Δημάδης, Π. Παπαδόπουλος, «Μετάδοση θερμότητας. Υλοποίηση θεωρητικών μοντέλων σε περιβάλλον MATLAB» (ολοκληρώθηκε)

· Δ. Μαυρίδης, «Δημιουργία εργαστηριακού οδηγού Φυσικής, με χρήση του περιβάλλοντος LabVIEW» (ολοκληρώθηκε)

· Δ. Μπαλτζής, Χρ. Μενέκος, «Σχεδίαση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, παραδείγματα ολοκληρωμένων μελετών θερμομόνωσης, θέρμανσης (δισωλήνιο) και ανελκυστήρα» (ολοκληρώθηκε)

· Α. Αλληλέγκου, Ε. Τσινά, «Πλήρης κλιματισμός πολυκατοικίας» (ολοκληρώθηκε)   

2 πτυχιακές σε εξέλιξη.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ: 

· Δ. Καστίδου, «Βιοκλιματικός και Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων» (ολοκληρώθηκε)
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ν. Αρπατζάνης, “Συστήματα συλλογής πληροφοριών και μετρήσεων (Σημειώσεις εργαστηρίου)”, ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, 2005

2. Ν. Αρπατζάνης, “Σημειώσεις Αριθμητικής Ανάλυσης”, ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Μηχανολογίας, 2008

3. Ν. Αρπατζάνης, “Σημειώσεις Φυσικής Ι”, ΤΕΙ Σερρών, Τμήμα Μηχανολογίας, 2009

4. Ν. Αρπατζάνης, “Αισθητήρες μέτρησης, Αρχές λειτουργίας και χρήσεις” (Σημειώσεις για τη θεωρία του μαθήματος Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων), 2016
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
A. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

A1. Thurzo, E. Pincik, G. Papaioannou, P. Dimitrakis, N. Arpatzanis, "Experimental study of passivating ion-beam-induced distributed energy levels in n-GaAs by hydrogen species from boiling water", Applied Surface Science, vol. 90, iss. 1,  pp. 39-45, September 1995.
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A3. M. Papastamatiou, Nikos Arpatzanis, G. J. Papaioannou, C. Papastergiou, A. Christou, "Neutron Radiation Effects in High Electron Mobility Transistors", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 44, iss. 3, pp. 364-372, March 1997.
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B. Δημοσιεύσεις  σε πρακτικά  διεθνών συνεδρίων κατόπιν κρίσεως
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ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Μελέτη της αξιοπιστίας διατάξεων σύνθετων ημιαγωγών (III-V) με ηλεκτρικές μετρήσεις και φασματοσκοπία βαθέων σταθμών (DLTS)

2. Ηλεκτρικές μετρήσεις και μετρήσεις θορύβου χαμηλών συχνοτήτων υλικών τεχνολογίας.

3. Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός και μελέτη της αξιοπιστίας διατάξεων τρανζίστορ λεπτών υμενίων (TFT).

4. Ανάπτυξη αναλυτικών φυσικών μοντέλων για το χαρακτηρισμό διατάξεων μικροηλεκτρονικής.

5. Μελέτη των φαινομένων μνήμης σε διατάξεις μικροηλεκτρονικής.

1. Μελέτη της αξιοπιστίας διατάξεων σύνθετων ημιαγωγών (III-V) με ηλεκτρικές μετρήσεις και φασματοσκοπία βαθέων σταθμών (DLTS)

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μετρήσεις σε διατάξεις που βασίζονται στον ημιαγωγό GaAs. Το GaAs παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην κατασκευή μεμονωμένων διατάξεων όπως τρανζίστορ επίδρασης πεδίου (MESFET), όσο και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (MMIC), που χρησιμοποιούνται στις μικροκυματικές ή οπτικές επικοινωνίες. Στην ετεροεπαφή GaAs/AlxGa1-xAs βασίζεται η κατασκευή διατάξεων τρανζίστορ υψηλής ευκινησίας (HEMT), που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ψηφιακής επεξεργασίας δεδομένων και σήματος, καθώς και σε συστήματα επικοινωνιών. Οι διατάξειας αυτές χρησιμοποιούνtαι ευρύτατα σε χώρους με υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας (εγκαταστάσεις παραγωγής ατομικής ενέργειας, ηλεκτρονικός εξοπλισμός αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών, κ.ο.κ.). Έτσι μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο σε επιστημονικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρμογών παρουσιάζει η επίδραση διαφόρων τύπων ακτινοβολίας (ακτινοβολία ιόντων, νετρονίων, ακτινοβολία γ), στις ιδιότητες του ημιαγωγού GaAs και στις παραμέτρους των διατάξεων που βασίζονται στον ημιαγωγό αυτό. Για το σκοπό αυτό γίνονται μετρήσεις ρεύματος-τάσης (I-V) και χωρητικότητας-τάσης (C-V), ώστε να μελετηθεί ο ρυθμός υποβάθμισης των παραμέτρων των διατάξεων, όταν λειτουργούν σε «εχθρικά» περιβάλλοντα. Χρησιμοποιείται επίσης η μέθοδος φασματοσκοπίας βαθέων σταθμών (DLTS), που δίνει πληροφορίες για τη χωρική κατανομή των ατελειών που εισάγονται σε μια ημιαγωγική διάταξη και για την συγκέντρωσή τους. Μέρος των δειγμάτων προέρχονται από το εμπόριο, ενώ τα υπόλοιπα κατασκευάζονται στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, στο ΙΤΕ του Παν/μίου Κρήτης. 

Στο θεματικό αυτό πεδίο αναφέρονται οι εργασίες Α1-Α5, Β1-Β4.
2. Ηλεκτρικές μετρήσεις και μετρήσεις θορύβου χαμηλών συχνοτήτων υλικών τεχνολογίας.

Γίνονται μετρήσεις σε δομές που περιέχουν κβαντικές τελείες InAs, καθώς και σε διατάξεις καρβίδιου του πυριτίου (SiC). Οι κβαντικές τελείες ημιαγωγικών υλικών χάρη στις εξαιρετικές ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητές τους, είναι πολλά υποσχόμενα υλικά για χρήση σε ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές διατάξεις. Τόσο οι ενδογενείς τους ιδιότητες όσο και οι συνέπειες χρήσης τους μέσα σε μία διάταξη μπορούν να μελετηθούν με ηλεκτρικές μετρήσεις και ιδιαίτερα με το εξαιρετικά ευαίσθητο εργαλείο του θορύβου χαμηλών συχνοτήτων. Μελετώνται οι ηλεκτρικές ιδιότητες κβαντικών σημείων InAs στο GaAs, καθώς και σε δομές που περιλαμβάνουν κβαντικά πηγάδια InxGa As, μέσω των οποίων αυξάνεται σημαντικά η ταχύτητα απόκρισης των διατάξεων. Τα δείγματα κατασκευάζονται σε εργαστήριο του ινστιτούτου επιστημών και τεχνολογίας (KIST) της Κορέας. Για να μελετηθούν οι παγίδες των κβαντικών τελειών του InAs μέσα στο ενεργειακό χάσμα του GaAs, κατασκευάζονται δίοδοι Shottky Au/n-GaAs που περιέχουν κβαντικά σημεία. Ο ηλεκτρικός χαρακτηρισμός γίνεται με μετρήσεις ρεύματος-τάσης (I-V), χωρητικότητας-τάσης (C-V) και ηλεκτρικού θορύβου σε διαφορετικές θερμοκρασίες και συνθήκες ανάπτυξης. Στο θεματικό πεδίο αυτό αναφέρονται οι εργασίες Α17, Α19, Α22, Α24, C9, C11.

Το καρβίδιο του πυριτίου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον σε εφαρμογές ηλεκτρονικών ισχύος, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων του.  Δεν έχει όμως μελετηθεί επαρκώς, ώστε να φτάσει στο στάδιο βιομηχανικής εμπορευματοποίησης. Μελετάται η συμπεριφορά των χαρακτηριστικών I-V και C-V, σε δομές που βασίζονται σε επαφές 4H-SiC p+-n-n+, ενώ οι μετρήσεις ηλεκτρικού θορύβου χαμηλών συχνοτήτων σε θερμοκρασία δωματίου οδηγούν στον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των παγίδων στις διεπιφάνειες και στο υλικό.  Στο θεματικό πεδίο αυτό αναφέρονται οι εργασίες Α7, Α8.
3. Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός και μελέτη της αξιοπιστίας διατάξεων τρανζίστορ λεπτών υμενίων (TFT).

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου αφορά στον ηλεκτρικό χαρακτηρισμό τρανζίστορ λεπτών υμενίων (TFTs), με στόχο την μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών παραμέτρων, όπως η τάση κατωφλίου, η ευκινησία των φορέων και άρα η ταχύτητα απόκρισης των διατάξεων, η αντίσταση σειράς. Τα τρανζίστορ TFT βρίσκουν εφαρμογή στις μονάδες απεικόνισης υγρών κρυστάλλων καθώς και σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, σε ολοκληρωμένα κυκλώματα (π.χ. έξυπνες κάρτες) κ.ο.κ. Η συνεχής λειτουργία των διατάξεων έχει ως αποτέλεσμα την καταπόνηση και τη σταδιακή φθορά τους. Η μελέτη της αξιοπιστίας τους αποκτά συνεπώς τεράστια σημασία, για τη βελτίωση των συνθηκών και της τεχνολογίας κατασκευής τους. Για το σκοπό αυτό, μελετώνται οι ηλεκτρικές ιδιότητες και ο θόρυβος χαμηλών συχνοτήτων τρανζίστορ TFTs της εταιρίας Seiko-Epson, που βασίζονται στην τεχνολογία πολυκρυσταλλικού πυριτίου, καθώς και φαινόμενα θερμών φορέων μετά από δυναμική ηλεκτρική καταπόνηση των TFTs. Αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο αυτό, αναφέρονται στις εργασίες Α6, Α12, Α16, Β5. 

Ανάλογες μετρήσεις γίνονται και σε διατάξεις διαφορετικής δομής, που κατασκευάζονται στο εργαστήριο IMEP στη Grenoble της Γαλλίας. Συγκεκριμένα μελετώνται τρανζίστορ όπου το αγώγιμο στρώμα (κανάλι), αναπτύσσεται με βάση τις τεχνολογίες νανοκρυσταλλικού και άμορφου πυριτίου (εργασίες Α11, Α13, Α14, Α18, Α20, Α21). Γίνεται συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων που προκύπτουν για τις διαφορετικές δομές, καθώς και για διαφορετικές γεωμετρίες των διατάξεων (εργασίες Α15, Α18) 

4. Ανάπτυξη αναλυτικών φυσικών μοντέλων για το χαρακτηρισμό διατάξεων μικροηλεκτρονικής.

Η κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στην υποβάθμιση των διατάξεων είναι ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη της τεχνολογίας κατασκευής τους. Αναπτύσσονται θεωρητικά μοντέλα για την περιγραφή του τρόπου υποβάθμισης της λειτουργίας τους, σε συνθήκες καταπόνησης, καθώς και της ηλεκτρικής τους συμπεριφοράς. Επίσης, αναπτύσσεται μοντέλο τύπου SPICE για τα τρανζίστορ TFTs με στόχο την προσομοίωση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων TFTs. Τα μοντέλα επαληθεύονται με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα, ενώ γίνεται σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα που προτείνονται από άλλους ερευνητές. Στο θεματικό αυτό πεδίο αναφέρονται οι εργασίες Α2-Α5, Α9, Α10, Α14, Α16.

5. Μελέτη των φαινομένων μνήμης σε διατάξεις μικροηλεκτρονικής.

Ένα από πεδία αιχμής για την τεχνολογία της μικροηλεκτρονικής είναι η ανάπτυξη υλικών για την κατασκευή διατάξεων μνήμης, όπως δυναμικές και στατικές μνήμες τυχαίας προσπέλασης (DRAMs, SRAMs), και επανα-προγραμματισμένες μνήμες μόνον ανάγνωσης (EEPROMs). Οι διατάξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν χαμηλή κατανάλωση ισχύος, υψηλή αποθηκευτική ικανότητα, χαμηλό κόστος και αντοχή-διατηρησιμότητα (volatility). Η μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς και της συμπεριφοράς των διατάξεων που κατασκευάζονται αποτελεί το θεματικό πεδίο στο οποίο άρχισα να δραστηριοποιούμαι το τελευταίο διάστημα. Με βάση τα αποτελέσματα της ερευνητικής δραστηριότητας στις κατηγορίες 3 και 4 η μελέτη αφορά σε πρώτη φάση στις διατάξεις πολυκρυσταλλικού, νανοκρυσταλλικού και άμορφου πυριτίου.  

Θα μελετηθούν επίσης διατάξεις, με διαφορετική δομή και τεχνολογία ανάπτυξης, οι οποίες θα κατασκευαστούν στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς και διατάξεις μικρών διαστάσεων (νανο-τρανζίστορ). Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ανάπτυξη μοντέλων ατελειών στο διηλεκτρικό των πυλών και στο σώμα του καναλιού και η εφαρμογή των ατελειών στα μοντέλα των μνημών. Τα μοντέλα των ατελειών είναι μία δραστηριότητα πρόκληση, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία μοντέλα ατελειών σε νανο-τρανζίστορ.
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